BSW 19 - BSW 20

Silizium-PNP-Epitaxial-Planar-Transistoren
Silicon PNP Epitaxial Planar Transistors

Anwendungen: Schalter
Applications: Switches

Besondere Merkmale: Features:
@ In Gruppen sortiert ® In groups selected
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Not for new developments

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

| ﬂl /50"

: )1

=1 25

52— ‘
—72— ! 97 e BSW 19
Kollektor mit Gehause verbunden
Collector connected with ¢

BSW 20 ase
Normgehause ) Normgehause
Case Case
10 A3DIN 41868 18 A3 DIN 41873
JEDECTO922Z JEDEC TO 18
Gewicht - Weight Gewicht - Weight
max. 0,2 g max. 0,59

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Kollektor-Basis-Sperrspannung -UcBo 35 \%
Collector-base voltage

Kollektor-Emitter-Sperrspannung -Uceo 30 \
Collector-emitter voltage

Emitter-Basis-Sperrspannung -Uggo 5 \%
Emitter-base voltage

Kollektorstrom -Ic 100 mA

Collector current

Gesamtverlustleistung
Total power dissipation

tamb = 25°C BSW 19 Piot 300 mwW
tamp =50°C BSW 20 Piot 300 mwW
Sperrschichttemperatur BSW 19 { 175 °C
Junction temperature BSW 20 f 150 °C
Lagerungstemperaturbereich BSW 19 Istg -55..+175 °C
Storage temperature range BSW 20 ’stg -55...+150 °C

B 2/V.2.533/0875A 1 405



BSW 19 - BSW 20

Warmewiderstande
Thermal resistances

Sperrschicht-Umgebung BSW 19
Junction ambient BSW 20

Statische KenngréBen
DC characteristics

famb = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Kollektorreststrom
Collector cut-off current
- UCB =25V
Emitterreststrom
Emitter cut-off current
- UEB =5V
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
Collector-base breakdown voltage
=1 =100 pA
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Collector-emitter breakdown voltage
-Ic =10mA
Kollektor-Sattigungsspannung
Collector saturation voltage
—Ic =10mA, -Ig = 0,3 mA
-1 =50mA, -Ig = 1,65 mA

Basis-Sattigungsspannung
Base saturation voltage
—Ic =10mA, -Ig = 0,3 mA
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
DC forward current transfer ratio
“Ucg=1V,-Ic=10mA Gruppe VI
Group
Gruppe A
Group

—UCE=1V,—IC=50mA

Dynamische KenngréBen
AC characteristics

Iamb = 25°C
Transitfrequenz

Gain bandwidth product
~Ucg =5V, -Ic =10mA, f =100 MHz

Kollektor-Basis-Kapazitat
Collector-base capacitance
-Ugg =10V, f =047 MHz

t
*) AQL = 0,65%, ') % =0,01,1,=03ms

406

RihaA
Rihya

-Iceo™

-Iego

- Usryceo™

Min.

35

- Urice0 M) 30

- UcEsat T)
- Ucksat )

- Ugsat ™)

hpg™)
hre™

heg ™)

CcBo

40

100

50

150

Typ. Max.

500
330

20

50

180
300

780

120

300

°CIW
°C/IW

nA

nA

mV
mV

mV

MHz

pF



BSW 19 - BSW 20

Schaltzeiten Min. Typ. Max.
Switching characteristics

~Ic =10mA, ~Fgq = Igp = 1 MA, 1y = 25°C
Einschaltzeit fon 150 ns
Turn-on time

Ausschaltzeit fotf 800 ns
Turn-off time

Speicher-Zeitkonstante Tg 1 ps
Storage time constant

RG =50 Q
tg =1, <2ns
i
—+=0.01
Ip=1ps —>| p r— Oszilloskop:
Oscilloscope:
0 — R,z 100 kQ

-2OVJ

75558

MeBschaltung fiir:

Test circuit for: Ton: Toff
? /—la=50 vy ] l lrozos ™ * 0,60 mA/V O,Sﬂn:* 70208 T
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/| I l l | | 0,25mA
o ' i
l ! ! 1 B 0,20 mA
4 20 pA 40 TTT
| A P 015mA
/ 15 pA i : |
y LR
l I I 010 mA [
10 uA T T 171
2 I“’ 20+ T
5'“ ~Ig=0,05 mA
V] famb=28 °C famb =25 °C
il [T
) 0,5 1,0 1,5V o 0,5 1,0 1,5V
“Yce — “Uee —
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BSW 19 - BSW 20

? OA.’»mlA A 040 ma J l ] 70204 ™ f 70207 T
1
_Ic LT 0,35 mA ‘UCEsat
/] Pall I -
] L1 0,30 mA BEsat
80 0,8
mA 1 0,28 mA ) V|
v -1 I | ~Usesat
1 20ma | T
LA 1 gt
60t - 0.6 el
Ead I ’ hpg =30
4 1 15 mA_Lt tamb =25 °C
=d P
4T
40 A o A L1 0,4
4 14
V T
~lg = 0 A
20 :—:os mAl | 02
=11
Lt ~Ucgsat
famb = 28 °C
T o
(o) 10 20 30V 01 1 10 mA

“Uce — e —

408



BSW 39

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Schalttransistor
Silicon NPN Epitaxial Planar Switching Transistor

Anwendungen: NF-Verstirker und Schalter
Applications: AF amplifiers and switches

Besondere Merkmale: Features:
® Hohe Sperrspannung ® High reverse voltage
® Spezifiertes hgg im Bereich von ® Specified hgg in the range of
Ic=1mAbis1A Ic=1mAupto1A
@ In Gruppen sortiert ® In groups selected

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Kollektor mit Gehduse verbunden

Collector connected with case
Normgehéduse
Case
5C3DIN41873
JEDEC TO 39
Gewicht - Weight
max. 1,5 g
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucso 100 Vv
Collector-base voltage
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 80 Vv
Collector-emitter voltage
Emitter-Basis-Sperrspannung Uggo 7 \%
Emitter-base voltage
Kollektorstrom IC 1 A
Collector current
Gesamtverlustleistung
Total power dissipation
lamb = 25:0 Piot 790 mw
lcase =45°C, Ucg =10V Piot 4,4 w
Sperrschichttemperatur {i 200 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg -65 ... +200 °C

Storage temperature range

B 2/V.2.534/0875A 2
431



BSW 39

* TH418 ™ * I I I l 7147 ™
Ung S1OV
Ic = Rot |—
fcase = 45 °C 4
w —— 20V
T
1A {430V \
3 [
0.5 I NP \ Fensc
N, T -
\Rthic sov | ||
N
2
o1 = \
A\
0,05 N
1 A\
== A
N Athia \
B
e
0,01 -
1 5 10 50 V (o] 50 100 150 °C
Uce — 'amb' ‘case —=
Warmewidersténde Min. Typ. Max.
Thermal resistances
Sperrschicht-Umgebung RingA 220 KW
Junction ambient
Sperrschicht-Gehduse Ringc 35 KW
Junction case
Statische KenngréBen
DC characteristics
tamb = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified
Kollektorreststrom
Collector cut-off current
UCB =60V ICBO *) 30 nA
Ucg =60V, tgmp = 150 °Cc Icgo™) 30 pA
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
Collector-base breakdown voltage
IC =100 pA U(BR)CBO *) 100 \Y%

432

*) AQL = 0,65%, **) AQL =2,5%



BSW 39

Min. Typ. Max.

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Collector-emitter breakdown voltage
I =30mA Usryceo ™" 80 v

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Emitter-base breakdown voltage
Ig = 100 pA Usreso® 7 v

Kollektor-Sattigungsspannung

Collector saturation voltage
Ic =500mA, Ig = 50 mA Ucgsat™" 200 400 mVv
Ic= 1A Ig=100mA Ucgsat ) 300 750 mV

Basis-Sattigungsspannung
Base saturation voltage
Ic =500 mA, Ig = 50 mA Uggsat™" 1 v

Kollektor-Basis-Gleichstromverhiltnis
DC forward current transfer ratio
UCE=1V,IC= 1mA

Gruppe/Group: 6 heg 20
10 heg 30
16 hFE 40
Ucg = = A
ce= ¥ ic= tom Gruppe/Group: 6  hpg 30
10 hFE 40
16 ke 50
UCE =1V, IC =100 mA
Gruppe/Group: 6 hee") 40 100
10 hgg) 63 160
16 hge®)) 100 250
UCE =2 V, IC = 1A
Gruppe/Group: 6 heg") 20
10 hpg) 30
16 hpg") 40

2
*) AQL = 0,65%, ') % =001, 1,=03ms

433



BSW 39

Dynamische KenngrdéBen Min.
AC characteristics

tamb = 25°C N
Transitfrequenz
Gain bandwidth product

UCE= 10 V, IC=50 mA, f = 20 MHz fT 50
Kollektor-Basis-Kapazitat

Collector-base capacitance
Ucgp =10V, f =1MHz CCBO

Schaltzeiten
Switching characteristics

Ic =500 mA, Igq ~ ~Igg ~ 50 mA, tamb = 25°C, siehe Met?sch‘altung
see test circuit

Einschaltzeit fon
Turn-on time
Ausschaltzeit foff

Turn-off time

76560

MeBschaltung fiir:
Test circuit for: lon: loff

434

Typ. Max.

20

50

300

Oszilloskop:
Oscilloscope:
Rz 100 kQ

MHz

pF

ns

ns



BSW 39
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BSW 40

Silizium-PNP-Epitaxial-Planar-Schalttransistor
Silicon PNP Epitaxial Planar Switching Transistor

Anwendungen: NF-Verstiarker und Schalter
Applications: AF amplifiers and switches

Besondere Merkmale: Features:
@ Hohe Sperrspannung ® High reverse voltage
® Spezifiziertes hpg im Bereich von ® Specified hpg in the range of
Ic=1mAbis1A Ic=1mAupto1A
@ In Gruppen sortiert @ In groups selected

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Kollektor mit Gehduse verbunden
Collector connected with case

Normgehause
Case
5C3DIN 41873
JEDEC TO 39
Gewicht - Weight
max. 1,5g
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Kollektor-Basis-Sperrspannung -UcBo 100 v
Collector-base voltage
Kollektor-Emitter-Sperrspannung -Uceo 80 \
Collector-emitter voltage
Emitter-Basis-Sperrspannung -Uggo 7 \
Emitter-base voltage
Kollektorstrom -1 1 A
Collector current
Gesamtverlustleistung
Total power dissipation
lamb =25 :C Pyot 790 mwW
Ioage =45°C, ~Ugg <14V Pyot 4,4 w
Sperrschichttemperatur g 200 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg -65 ... +200 °C

Storage temperature range

B 2/V.2,535/0875A 2
437
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Warmewiderstande ) Min. Typ. Max.
Thermal resistances
Sperrschicht-Umgebung Ringa 220 KIW
Junction ambient
Sperrschicht-Gehause Ringc 35 KW
Junction case
Statische KenngriéBen
DC characteristics
tamb = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified
Kollektorreststrom
Collector cut-off current
-Ucg =60V -Icgo™ 30 nA
-Upg =60V, tayp = 150°C -Icgo ™™ 30 pA
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
Collector-base breakdown voltage
_IC = 100 pA _U(BR)CBO i') 100 V

*) AQL = 0,65%, **) AQL =2,5%

438



BSW 40

Min. Typ. Max.

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Collector-emitter breakdown voltage ,

-Ic =30mA ~UmBRr)cE0 ™) 80 v
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Emitter-base breakdown voltage

=1g =100 pA -U(BR)EBO *) 7 \
Kollektor-Sattigungsspannung
Collector saturation voltage .

i — —_ *
—IC = 500 mA, 'IB = 50mA UCEsat |) ) 200 400 mV
_IC = 1A, -IB =100 mA - UCEsat ) 300 750 mV

Basis-Sattigungsspannung
Base saturation voltage
- I = 500 mA, -Ig = 50 mA - Uggsat™") 1 v
Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
DC forward current transfer ratio
—UCE=1V,—IC= 1mA

Gruppe/Group: 6 hEE 20
10 hEE 30
16 hpg 40
25 hEg 50
-Unrg=1V,-I~n= 10mA
CE IC
Gruppe/Group: 6 hEg 30
10 hFE 40
16 heg 50
25 heg 60
—UCE=1V,"IC=100mA :
Gruppe/Group: 6 heg ™)) 40 100
10 A 63 160
16 heg®)') 100 250
FE
25 hpg*)) 160 400
—UCE=2V,-IC= 1A
Gruppe/Group: 6 heg " 20
10 heg ") 30
16 heg " 40
25 heg " 50

I
*) AQL = 0,65%, ') % =001,1,=03ms
439




BSW 40

Dynamische KenngréBen
AC characteristics

famb = 25°C .

Transitfrequenz
Gain bandwidth product
~Ugg =10V, -Ic = 50 mA, f = 20 MHz
Kollektor-Basis-Kapazitat
Collector-base capacitance
‘UCB= 10V, f =1 MHz

Schaltzeiten
Switching characteristics

Min. Typ. Max.

f1 50

CcBo 20

—Ig =~ 500 mA, ~Igq ~ Igg 50 mA, tamb = 25°C siehe MeBschaltung

Einschaltzeit
Turn-on time

Ausschaltzeit
Turn-off time

Rg=50Q
g3t <20 ns

7
L

7.-0.01

1p=10un —»] o I——

0o
-20Vl—|

75498

MeBschaltung fir: ot
Test circuit for: on’ ‘off

440

see test circuit

ton 50

loff 300

Oszilloskop:
Oscilloscope:

R;z100 kQ

MHz

pF

ns

ns



BSW 40
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BSW 40
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Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Schalttransistor
Silicon NPN Epitaxial Planar Switching Transistor

Anwendungen: Schalter
Applications: Switches

Besondere Merkmale: Features:
® Hohe Stromverstarkung ® High current gain
@ In Gruppen sortiert @ In groups selected
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Not for new developments

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Normgehause
Case

10 A3 DIN 41868
JEDECTO 927
Gewicht - Weight

max. 0,2 g
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucso 35 \"
Collector-base voltage
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 30 \Y
Collector-emitter voltage
Emitter-Basis-Sperrspannung Uego 5 \
Emitter-base voltage
Kollektorstrom Ic 100 mA
Collector current
Gesamtverlustleistung
Total power dissipation
tamp =45°C Piot 300 mwW
Sperrschichttemperatur Y 150 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg -55 ... +150 °C

Storage temperature range

B 2/v.2.536/0875A 1 421



BSW 89

Warmewiderstand Min.
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung Rihga
Junction ambient

Statische KenngréBen
DC characteristics

tamb = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Kollektorreststrom

Collector cut-off current
Ucg =20V Icgo™
Ucg =20V, tymp = 100°C Icgo™

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
Collector-base breakdown voltage

Ic = 100 pA U(BR)CBO ) 35
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Collector-emitter breakdown voltage

Ic = 10mA UBR)CEO ') 30
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Emitter-base breakdown voltage

Ig =100 pA U(BR)EBO ) 5
Kollektor-Sattigungsspannung
Collector saturation voltage

Ic =10 mA, Ig = 0,33 mA ’ UCEsatT)

Ic = 50mA, Ig = 1,65 mA UcEsat )
Basis-Sattigungsspannung
Base saturation voltage

IC =10 mA, IB =0,3mA UBEsat *)
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
DC forward current transfer ratio

Ucg =1V, Ic=10mA Gruppe A hEg™ 100
Group
Gruppe B heg™) 250
Group

Ucg =1V, Ig = 50 mA heg ) 75

Dynamische KenngréBen
AC characteristics

tamb = 25°C
Transitfrequenz

Gain bandwidth product
Ucg =5V, I =10mA, f =100 MHz /T 200

Kollektor-Basis-Kapazitat
Collector-base capacitance
UCB =10 V, f =100 MHz CCBO

1,
*) AQL =0,65%, **) AQL =2,5%, ') % =0,01,1,=03ms

422

Typ.

Max.

350

50
10

200
300

750

300

750

°C/W

nA
A

mV
mV

mV

MHz

pF



BSW 89

Sch

altzeiten Min.

Switching characteristics

Io =10mA, Ig] = -Igg = 1 MA, 13mp = 25°C

Einschaltzeit on
Turn-on time

Ausschaltzeit Loff
Turn-off time

Typ. Max.
150 ns
800 ns

RG=500Q
ty =14, <2ns
!
p -
T 0.01
Ip=1us 20v Oszilloskop:
Oscilloscope :
o S—
R;2100 kQ
t
_J P L_ 50
Q
75483
MeBschaltung fiir: .
Test circuit for: on ‘off
? Ig = 50 uA ]10:09 ™ * [TT1 70200 ™
45 uA tamb = 25 °C
e ] e T
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111 20+
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famb = 25°C i i
0 0,5 1,0 1,2 V 0 1 2V
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BSW 89
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BSX 38

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Schalttransistor
Silicon NPN Epitaxial Planar Switching Transistor

Anwendungen: Schalter
Applications: Switches

Besondere Merkmale:
® Hohe Stromverstarkung
@ In Gruppen sortiert

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Features:

® High current gain
® In groups selected

Absolute Grenzdaten
Absolute‘maximum ratings

Kollektor-Basis-Sperrspannung
Collector-base voltage

Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Collector-emitter voltage

Emitter-Basis-Sperrspannung
Emitter-base voltage

Kollektorstrom
Collector current

Kollektorspitzenstrom
Collector peak current

Gesamtverlustleistung
Total power dissipation
tamb =45 ZC
lcase = 45°C
Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

B 2/V.2.537/0875A 1

Ucso
Uceo
UeBo
Ic

Iem

Piot
Piot

Istg

Kollektor mit Gehduse verbunden
Collector connected with case

Normgehéause

Case

18 A3 DIN 41876
JEDEC TO 18
Gewicht - Weight
max. 0,5g

35 \
30 \
5 \Y
100 mA
200 mA
300 mWwW
870 mwW
175 °C
-65 ... +175 °C
425

Nicht fiir Neuentwicklungen
Not for new developments




BSX 38

Warmewiderstinde
Thermal resistances

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient

Sperrschicht-Gehduse
Junction case

Statische KenngréBen
DC characteristics

lamb = 25°C, falls nicht anders angegeben

unless otherwise specified

Kollektorreststrom
Collector cut-off current

UCB =20V

UCB =20V, ’amb =150°C
Emitterreststrom

Emitter cut-off current
UEB =3V

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung

Collector-base breakdown voltage
Ic =100 pA

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Collector-emitter breakdown voltage

Ic =2mA

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Emitter-base breakdown voltage
Ig = 100 pA

Kollektor-Sattigungsspannung

Collector saturation voltage
[C =10 mA, IB =0,3 mA
Ic =50 mA, Ig = 1,65 mA

Basis-Sattigungsspannung

Base saturation voltage
IC =10 mA, IB = 0,3 mA

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis

DC forward current transfer ratio
UCE: 1 V,]C= 10 mA

UCE=1V,IC=50mA

*) AQL =0,65%, **) AQL =2,5%
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Gruppe A
Group

Gruppe B
Group

Min.

Rinaa

Ringc

IcBo™
IcBo ™

Iego™

Usryceo™ 35

UsriceO™ 30

Usr)eBo™ 5

Ucesat™

UcEsat

UBEsat ™

heg™*) 100
hpg™) 250
heg 75

Typ.

Max.

450

150

15
15

50

200
300

750

300

750

°C/W

°C/W

nA
pA

nA

mV
mV

mV



BSX 38

Dynamische KenngréBen Min. Typ. Max.
AC characteristics
tamp = 25°C
Transitfrequenz
Gain bandwidth product
Ucp =10V, I = 10 mA, f = 100 MHz ST 200 MHz

Kollektor-Basis-Kapazitat
Collector-base capacitance
Ucg =10V, f =100 MHz CcBO 5 pF

Schaltzeiten
Switching characteristics

IC =10 mA, 181 = "IBZ 1 mA, tamb = 25°C

Einschaltzeit ton 150 ns
Turn-on time
Ausschaltzeit loff 800 ns

Turn-off time

RG =50 Q
g =1,<2ns
'
7’1 =0,01
p=1ps 20v I Oszilloskop:
Oscilloscope :
[ R;z100 kQ

j’pl-—

50

75483

MeBschaltung fiir: P
Test circuit for: on' ‘off
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BSX 38
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BSX 38

f 10218 ™ f 70217 ™
UBEsat i UBEsat
900
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800 Ic =10 mA I.=50m
20¢ \ e =1 N A A
AN N
N\
0
\ 85 NN
750 t N
\ | fre= 10 N
\ 20 N heg = 10
\ - 30 800 \: X L 20
\RX ‘/,30
700
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N \ VAN
\ 750 A
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-20 O 50 100 °C -20 O 50 100 °C
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::——P"" /’-TG‘ °Cc
100
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BSX 72 - BSX 75

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Transistor fiir schnelle Schalter und

HF-Verstarker.

Silicon NPN epitaxial planar transistor for high speed switching and

RF amplifier circuits.

Abmessungen - Dimensions
MaBe in mm

857

BSX 75
Normgehéduse
DIN 18 A3
JEDEC TO 18
Gewicht - Weight
max. 0,5g

Kollektor mit Gehéuse verbunden
Collector is connected to case

A" slute Grenzdaten - Absolute maximum ratings

BSX 72
Normgehé&use
DINS5C3

JEDEC TO 39
Gewicht - Weight
max. 1,5¢g

BSX 75
40
25

0.8

(6]
rPr<<<

0,43

13

200
—65..+200

SSEE

- BSX 72
Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucso 40
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 25
Emitter-Basis-Sperrspannung Ueso 5
Kollektorstrom Ic 1
Kollektor-Spitzenstrom lcm 1,5
Gesamtverlustleistung,

tamb g 45°C Ptot 0,7

tcase = 45°C Prot 31
Sperrschichttemperatur ij 200
Lagerungstemperatur tstg —-65...+200

AEG-TELEFUNKEN

32.2.0673
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BSX 72 -BSX 75

T Bsx 72 73224 T T Bsx 75 73228 T
Piot 3 Piot
i}
3 15
W W
N
Renic Rehic
2 1
N _
\
N
4
! 05 Rihsa
Rthia
N N N
N ~ \\
™ N
q N
o 0 100 150°C o 50 100 150°C

tamb-tcase ™

Waiarmewiderstiande - Thermal resistances
BSX 72 BSX 75
Sperrschicht-Umgebung Rihia < 185 <300 °C/W
Sperrschicht-Gehause Rihsc £ 50 <100 °C/W

Statische KenngréBen - DC characteristics
Umgebungstemperatur tanp = 25°C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom Min. Typ. Max.

Ucg = 30V lceo™) 100 A
Ucs = 30V, tamb = 150°C lceo™™) 50 pA

Emitterreststrom leo 50 nA
Ugg = 3V

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung Usriceo*)l) 40 Vv
Ilc = 10 pA

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung UpBRriceo®)l) 25 v
Ilc = 10mA

Emitter-Basis-Durchbruchspannung UrieBo *) 5 Vv
le = 10 A

- :
*) AQL = 0,65%, **) AQL = 2,5%, 1)T° =001, tp = 0.3ms

AEG-TELEFUNKEN
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BSX 72-BSX 75

Kollektor-Sattigungsspannung
Ic = 150 mA, Is = 15mA
Ilc = 500 mA, Is = 50 mA
Basis-Sattigungsspannung
Ic = 150mA, Is = 15mA
Ilc = 500 mA, I = 50 mA

Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis

Uce = 10V, Ic = 1mA
Uce = 10V, Ic = 1560 mA
. Uce =10V, Ic = 500 mA
Uce = 1V,lc = 150 mA

Min. Typ. Max.

Ucesat™) ") 350 mVv
UcEsat*)?) 11V
UBEsat ') 1) 1,3
UBEsat') 1) 2 Vv
hre 25

hee*)Y) 40 250

hre?) 20

hrg 1) 20

Dynamische KenngréBen - AC characteristics

Umgebungstemperatur tamp = 25°C

Transit-Frequenz

Uce = 10V, Ic = 20mA, f = 100 MHz fr 100 MHz
Kollektor-Basis-Kapazitat

Uce = 10V, le = OmA, f = 1 MHz Ccso 8 10 pF

Schaltzeiten - Switching times

Umgebungstemperatur tamp = 25°C
Einschaltzeit

Ic = 150mA, g1 = 15mA, RL = 40Q ton 25 ns
Ausschaltzeit _

lc = 150 mA, Ig1 = —lg2 = 15mMA, RL = 40Q tos 150 ns
*) AQL = 0,65%
1)‘%’ =001,tp=03ms
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BSX 72 BSX 75
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BSX 79

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Schalttransistor
Silicon NPN Epitaxial Planar Switching Transistor

Anwendungen: Schalter
Applications: Switches

Besondere Merkmale:
® Hohe Stromverstarkung
@ In Gruppen sortiert

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Kollektor-Basis-Sperrspannung
Collector-base voltage

Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Collector-emitter voltage

Emitter-Basis-Sperrspannung
Emitter-base voltage

Kollektorstrom
Collector current

Kollektorspitzenstrom
Collector peak current

Gesamtverlustleistung
Total power dissipation
tamb =45 :C
toase =45°C

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

B 2/V.2.539/0875A 1

Features:

@ High current gain
@ In groups selected

UcBo
Uceo

Uego

Iem

Pyot
Piot

Istg

Kollektor mit Geh&ause verbunden
Coliector connected with case

Normgehause

Case

18 A3 DIN 41876
JEDEC TO 18
Gewicht - Weight
max. 0,5 g

50 \'
45 \
5 \
100 mA
200 mA
375 mW
1 w
200 °C
-55 ... +200 °C
437

c
Y]
o
(=
2
X
L2
2
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[=4
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3
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4
T
3
-
L d
£
L
Z
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BSX 79

Wirmewiderstinde

Thermal resistances
Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient

Sperrschicht-Geh&use
Junction case

Statische KenngréBen
DC characteristics

Iamb = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Kollektorreststrom
Collector cut-off current

UCB =25V, ’amb =175°C
UCB =45V

Emitterreststrom
Emitter cut-off current
U, EB =3V

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
Collector-base breakdown voltage
Ic =100 pA

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Collector-emitter breakdown voltage
IC =10mA

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Emitter-base breakdown voltage
Ig = 100 pA

Kollektor-Sattigungsspannung

Collector saturation voltage
Ic=10mA, Ig =0,3 mA
Ic =50 mA, Ig = 1,65 mA

Basis-Sattigungsspannung
Base saturation voltage
Ic =10mA, Ig =03 mA

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
DC forward current transfer ratio
Ucg=1V.Ic =10mA Gruppe A
Group
Gruppe B
Group

UCE:1V'IC:50"‘A

Rihaa

Ringc

IcBo™
IcBo™)
Iceo

Tego
UprycBo M 90
U(BR)CEO*)I) 45

UsrieBO™ 5

UcEsat :)
Ucesat™
UBEsat ™)
heg™) 100
heg ™ 250
hpg™) 50

t
*) AQL = 0,65%, **) AQL = 2,5%, ') % =001,1,=03ms
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Typ.

Max.

450

150

10
15
15

50

200
300

750

300

750

°C/W

°C/W

nA
pA
nA

nA

mV
mV

mvV



BSX 79

Dynamische KenngréBen Min. Typ. Max.
AC characteristics

(amb =25°C

Transitfrequenz
Gain bandwidth product
Ucp =10V, I =10mA, f = 100 MHz ST 200 MHz

Kollektor-Basis-Kapazitat
Collector-base capacitance

Ugg = 10V, f = 100 MHz Ccro 5  pF

Schaltzeiten
Switching characteristics

IC =10 mA, 181 = _182 =1 mA, lamb =25°C

Einschaltzeit fon?) 150 ns
Turn-on time

Ausschaltzeit foif D) 800 ns
Turn-off time

Rg =500
/f = lr <2 ns
t
P
L _oo1
T 0.0
Ip=1us 20v Oszilloskop:
Oscilloscope:
° l l Ri 2100 kQ
t
P 50
Q
75483
MeBschaitung fiir:
Test circuit for: ‘on: loff
2) siehe MeBschaltung
see test circuit
439



